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Semiguscio di wafer, procedimento per la sua preparazion e e 
prodotto alimentare che lo comprende 

Iia presente invenzione si riferisce alia produzione di un se- 
miguscio di cialda di wafer del tipo usualmente utilizzato in 
prodotti alimentari farciti, comprendenti un ripieno contenii- 
to nel semiguscio o pitl in particolare racchiuso in un guscio 
formato da due semigusci accoppiati bocca a bocca. 

Prodotti alimentari del tipo sopra citato sono ampiamente no- 
ti, parti colarmente nel settore dolciario e di pasticceria/i 
-il guscio pud ayere varie dimensioni , a seconda del prodotto 
e varie forme, ad esempio sf erica, ovoidale, a barretta, a 
doppia piramide* tronc^ o a piii alveoli . 

Come descritto in EP-A-0 054 229 e W097/48282, un procedimen- 
to noto per la preparazione industrials dei semigusci com- 
prende la preparazione di una cialda di wafer, presentante 
una plurality di semigusci interconnessi fra loro da una pa- 
rete continua, normalmeinte plana. Tale cialda intermedia vie- 
ne ottenuta mediante cottura della pastella di wafer in uno 
stampo comprendente un. semistampo femmina, costituito da, xina 
piastra alveolata avente file e ranghi di alveoli, normalmen- 
te identici tra loro e di forma coraplementare a quelle dei 
semigusci ed un semistampo maschio che definisce con I'altro 
semistampo una cavita di forma corrispondente alia cialda in- 
termedia, 

Nella cialda intermedia cosi ottenuta, tutti i semigusci sono 
in rilievo su un lato della cialda e la parete di intercon- 
nessione si estende a filo con la superficie costituente la 
bocca dei semigusci. La suddetta cialda intermedia presenta 
una struttura interna porosa o cellulare, tipica del wafer ed 
una superficie super lore ed inferiore avente una finitura so- 
stanzialmente liscia e sostanzialmente esente da maeropori 
superf iciali, quale risultante dalla cottura della pastella 
di wafer a contatto con la superficie levigata dei semistam- 
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Secondo una prima tecnica nota/ i semigusci sono separatl 
dalla parete di intercoiinessione mediante fustellatura ese- 
guita attraverso tale parete lungo tutto il perimetro della 
bocca di ogniino dei semigusci, con I'impiego di una plurality, 
di punzoni di acciaio aventi le dimensioni e la forma corri- 
spondenti a quelli della bocca dei semigusci. 

Nel case in cui i semigusci abbiano bordi di bocca rettili- 
nei, la separazione pu6 anche essere ottenuta mediante opera- 
-zione di segatura, in cui la sega- si estende perpendicolar- 
mente al piano, della cialda. 

Quando la separazione dei gusci e effettuata mediante fustel- 
latura o segatura, su ogni semiguscib cosi ritagliato appare 
visibile - tutto intorno alia superficie anulare definentela 
bocca del semiguscio ~ una regione anulare di separazione, 
ruvida e sgretolata, ove risulta esposta verso I'estejmo. la 
struttura interna porosa del wafer. 

In generale, e difficile eseguire la fustellatura o la sega- 
tura in perfetto '^registro" con il contomo della bocca del 
semiguiscio, owero perf ettamente a filo con la superficie 
estema della parete laterale del semiguscio, con la . conse- 
guenza che - intorno alia bocca del semiguscio - pu6 compari- 
re un gradino, format o da una flangia radiale. 

Quand' anche le operazioni di fustellatura o segatura possano 
essere eseguite in perfetto registro, il che & di per s6 de- 
siderabile, a causa della fragility della struttura di wafer, 
sussiste un rischib elevato che la frattura della parete di 
interconnessione si propaghi nella superficie anulare plana 
definente la bocca del semiguscio. In tal caso, si verifica 
un deterioramento o una parziale asportazione della f initura 
superficiale liscia di tale superficie e su di essa risulta 
esposta la staruttura porosa interna del wafer. 
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E' stato riscontrato che il suddetto deteripramento della su- 
perficie anulare di bocca'del semiguscio S font© di dLnconve- 
nienti, particolarmente quando i semigusci cosi prodotti sono 
utilizzati per la produzione di un prodotto farcito, format© 
dall'accoppiamento bocca a bocca di due semigusci ed inclu- 
dente un ripieno di consistenza liquida, cremosa o pastosa. 

In tal caso, I'assenza di una buona finitura superficiale 
delle superfici di bocca tra loro combacianti e la presenza 
di.pori aperti facilita la migrazione del ripieno nella 
strut tiira estema al~- wafer - provocando effetti indesiderati - 
sulla parte interna dell' incarto. 

Secondo un'altra tecnica nota, descritta ad esempio in EP-A-0 
054 229 ed EP-A-0 221 033, il taglio dei semigusci J.di wafer 
dalla cialda intermedia sopra descritta S eseguito secondo un 
piano parallel© alia parete di interconnessione . in questo 
caso, quantunque il pr©cedimento di taglio sia vantaggioso in 
termini di costi di investlmento per i macchinari di taglio 
rispett© alia ben pxiX complessa operazione di fustellatura 
eseguita-perpendicolarmente al piano, della parete di inter- 
connessione, nei semigusci cosi ottenuti la superficie risul- 
tante dai taglio g situata entr© 1© spessore della parete del 
semiguscio, ©wero S fr©ntale anzichS laterale, per cui la 
superficie anulare di b©cca risulta priva di qualsiasi fini- 
tura superficiale e presenta una struttura ruvida e porosa. 

La presente invfenziqne si prefigge 1© scop© di fornire una 
nuova struttura di semigusci© id©nea a superare gli inc©nve- 
nienti precedentemente citati. 

A quest© sc©po, c©stituisce un ©ggett© dell'invenzi©ne un se- 
migusci© di wafer ed un procedimento per la, sua preparazione, 
c©me definit© nelle rivendicazicni che seguono. 

Un ulteriore ©ggett© dell ' invenzione S una cialda di wafer 
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Utile Gome prodotto intermedio per la preparazione del semi- 
gusci, nonch^ \an prodotto alimentare, parti col armente xin pro- 
dotto dolciario o di pasticceria, comprendente almeno un se- 
miguscio del tipo sopra citato e pref eribilmente due semigu- 
sci accoppiati bocca a bocca, includente un ripieno^ come de- 
finite nelle rivendicazioni che seguono. 

II grade di finitura liscia, della superficie anulare di boc- 
ca e la complariarita con la corrispondente superficie anulare 
eventualmente accoppiata^ evitano la fuoriuscita del ripieno 
di farcitura del wafer. 



Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell ' invenzione risulte- 
rai^io evidenti dalla descrizione dettagliata che segue, ef- 
fettuata con riferimento ai disegni annessi, forniti a titolo 
di esempio non limitative, in cui: } 

la fig.l e una vista prospettica di una cialda di wafer, 
alveolata secondo 1' invenzione; 

la fig, 2 d una vista in sezione secondo la linea II-II . 
della fig.l; 

la fig. 3 d lina vista parzialmente sezienata di.un prodot- 
to alimentare formate da una ceppia di semigusci della fig. 2, 

la fig. 4 6 tina vista in sezione di una coppia di semigu- 
sci, ma con profile del. borde a L, e ^ 

la fig. 5 S una vista dall'alte di un semiguscio di wafer 
avente una superficie anulare di bocca circolare con sporgen- 
ze radiali. 

Secondo 1' invenzione, un semiguscio 2 di wafer e ottenuto per 
separazione da una cialda di wafer 4, avente ad esempio le 
caratteristiche illustrate nella fig. 1- Tale cialda compren- 
de una pluralita di semigusci 2, disposti secondo file e ran- 
ghi, intercoimessi fra lore da una parete continua di inter- 
cennessione sostanzialmente plana 6 che circenda i semigusci. 

In un'altra forma di attuazione, illustrata con linee a trat- 
ti nella fig.l/ i semigusci 2 seno cellegati tra loro da una 
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pluralita di pareti di interconnessione 6a, 6b, che risultano 
da canaline o materozze dello stampo di formatura. 

Ciascun semiguscio 2 presenta una bocca superiore aperta de~ 
limitata da una superficie anulare 8 ed una parete laterale 
10, definente il corpo del semiguscio. 

Secondo iina caratteristica dell'invenzione, la/e parete/i 6, 
6a, 6b di interconnessione d/sono collegate ai semigusci in 
posizione ribassata rispetto alia superficie anulare 8 defi- 
nente la bocca. 



In una forma di attuazione dell'invenzione, nella cialda 4 la 
superficie superiore 12 della parete di interconnessione 6 d 
ribassata rispetto al piano generale della superficie anulare 
di bocca 8, cosicch^ - in adiacenza alia bocca - e definite 
Tin col let to anulare 14. 

La distanza a tra il piano della superficie anulare 8 e la 
superficie superiore 12 delle pareti 6, 6a o 6b pud variare 
entro ampi limiti, in funzione della dimensione e forma del 
semiguscio 2. • • ...... 

La cialda 4 pud essere ad esempio ottenuta mediante il proce- 
dimento di formatura e cottura in uno stampo, come descritto 
in W097/482 82 . Secondo quanto descritto nel documento citato, 
al fine di facilitare la sformatura della cialda 4 dallo 
stampo, ^ preferibile che lo spessore della parete di inter- 
connessione 6, che ad esempio e dell'ordine di circa 2-2,5 
ram, sia superiore alio spessore di parete 10 del semiguscio, 
che pu6 essere ad esempio dell'ordine 1-1,5 mm. 

Tuttavia, nel procedimentb della presente invenzione S natu- 
ralmente contemplate anche il caso in cui lo spessore di pa- 
rete 6 sia pari a quelle della parete 10 del semiguscio 2 o 
eventualmente inferiore, particolarmente nel caso in cui sia 
desiderabile ridurre al minimo I'altezza della superficie di 
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separazione . . . , 

La cialda 4 ottenuta a seguito di cottura in stampo presenta 
una superficie superiore 12 ed inferiore 16 della/e parete/i 
di interconnessione 6, cosi come una superficie superiore 18 
ed inferiore 2 0 dei semigusci 2, aventi un buon grado di fi- 
nitura superf iciale, owero una superficie liscia o levigata, 
in qualche modo simile ad una cuticola o spttile crpsta su- 
perficiale, sostanzialmente esente da macropori aperti, quan- 
tunque la presenza di eventuali difetti locali di superficie 
non possa essere totalmente esclusa. Si intende che la sud- 
detta definizione""di- superficie liscia non intende escludere 
la possibility che la superficie presenti un motive in rilie- 
vo o incavato^ owero che si tratti di una superficie goff ra- 
ta. 

Analogamente, la stessa finitura superf iciale present anq. ,1a 
superficie anulare di bocca 8 e la superficie anulare di col- 
letto 14; la struttura interna della cialda di wafer 4,& in- 
vece una struttura cellulare porosa. 

I semigusci 2 sono ottenuti dalla cialda 4 mediante un'ppera- 
2:ione di taglio attraverso la parete 6 lungo tuttq il perime- 
tro della bocca, in modo tale per cui I'operazione di taglio 
non interferisca con la superficie anulare del colletto 14. 
Tale operazione d tipicamente eseguita mediante fustellatura 
con I'impiego di un complesso di punzoni aventi le dimensioni 
e la forma corrispondente a quelle della bocca dei semigusci 
2. 

A seguito dell' operazione di separazione, i semigusci cosi 
ottenuti presentano sulla loro parete o pareti lateral! - in 
adiacenza alia bocca, ma in posizione ribassata rispetto al 
piano generale della superficie anulare di bocca 8 - xana re- 
gione perimetrale di tranciatura 22, con una superficie ruvi- 
da, eventualmente parzialmente sgretolata e con pori aperti, 
mentre le superf ici anulari del colletto 14 e di bocca 8 man- 
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tengono I ' elevato grado di f initura superf iciale ch^ car:att:e- 
rizza tutta la superf icie della cialda 4. 

Nel caso in cui i semigusci siano collegati da un'unica pare- 
te o membraria 6, tale regione perimetrale di tranciatura sard, 
costituita da una striscia anulare continua, mentre nel caso 
di pareti di interconnessione 6a, 6b, la regione di trancia- 
tura sarii una striscia discontinua a tratti. 

La superf icie della regione di tranciatura, in fimzione delle 
modality di taglio ^e di distacco, pu6 essere lievemente in 
rilievo rispetto- alia superf icie di parete 10 o anche lieve- 
mente incavata. Si intende che I'altezza della regione di 
tranciatura 22 pud essere limitata, riducendo ,lo spessore 
della parete di iiiterconnessione 6 nei limit i consentiti iii 
relazione alia resistenza strutturale della cialda intermedia 
4. ■ 

Quando i due semigusci 2a e 2b sono accoppiati tra loro bbcca 
a bocca per f ormare un guscio del tipo illustrato nella 
fig. 3, le superf ici anulari combacianti 8 risultano cosi 
esenti da difetti superf iciali omacroporositS. che -come si 
6 visto - possonb essere causa di deterioramento del prodotto 
alimentare. 

Quantunque I'invenzione sia stata qui descritta con riferi- 
mento alia produzione di un semiguscio emisferico, si intende 
che I'invenzione si presta alia produzione >di semigusci di 
qualsivoglia foima b dimensioned 

II termine ^^superfieie anulare" riferito alia superf icie del- 
la bocca del semiguscio intende evidentemente indicare una 
superf icie chiusa su se stessa e non esclude superf ici anula- 
ri non circolari, ad esempio poligonali o circolari con spor- 
genze radiali a* Stella (fig.5) . La superf icie definente la 
bocca comprendera pref eribilmente almeno una superficie anu- 
lare che si estende in un pisoio (orizzontale) ; tuttavia, pos- 
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sono altresi essere contemplate superf ici , di bocca con uxi 
profilo a greca o dentato o a ad eseitipio con due superf i- 
cie coinbacianti plane 8a, 8b (fig. 4) . 

Analogamente, il prodotto alimentare farcito non e da inten- 
dersi limitato al caso di prodotti formati ,da due semigusci 
accoppiati bocca a bocca, come illustrate nella fig. 3, ma puo 
includere prodotti includenti un solo semiguscio di wafer ac- 
cpppiato bocca a bocca ad un semiguscio di altro materiale 
alimentare, come ad esempio un guscio modellato di cioccolato 
o un solo semiguscio di wafer, la cui base sia chiusa da. una 
base plana di wafer o altro materrale alimentare; ^ 
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RIVENPICaLZIONX 

1 . Semiguscio di cialda di wafer presentante vina bocca, de- 
limit ata da almeno una superficie anulare (8) , ed una o piii 
pareti laterali (10), ove la superficie di bocca (8) e le su- 
perfici (18, 20) di parete laterale (10) presentano una fini- 
tura superficiale sostanzialmente liscia, caratterizzato dal 
fatto che la , superficie esterna (20) della suddetta parete 
laterale: (10) present a una regione ad estensione perimetrale, 
continua o discontinua^ porosa (22) ribassata rispetto alia 
superficie di bocca (8). del semiguscio. 



2 . Semiguscio secondo, la : rivendicazione 1 , caratterizzato 
dal .fatto che detta regione porosa (22) S la superficie ri- 
sultante dal tagliq di una (6) o piii pareti radiali (6a, 6b) 
collegata/e alia parete laterale (10) del semiguscio in posi- 
zione ribassata rispetto alia superficie anulare (8) definen- 
te la bocca del semiguscio. 

3. Semiguscio secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizza- 
to dal fatto che S ottenibile mediante taglio da una cialda 
intermedia (4) comprendente una plurality di semigusci (2) 
collegati tra loro <ia almeno una parete di interconnessione 
(6, 6a, 6b) estendentesi dalla parete laterale (10) di cia- 
scun semiguscio (2) e collegata ai semigrusci in posizione ri- , 
bassata rispetto alia superficie anulare (8) di bocca. 

4. Cialda di wafer comprendente una pluralita di semigusci 
(2) con almeno una parete laterale di contenimento (10) e 
collegati tra loro da almeno una parete di interconnessione, 
(6) , caratterizzata dal fatto. che detta parete di intercon- 
nessione (6) S collegata i semigusci in posizione ribassata 
rispetto alia superficie anulare di bocca (8) di ciascun se- 
miguscio (2) . 

5 . Cialda di wafer secondo la rivendicazione 4 , caratteriz- 
zata dal fatto che detti semigusci (2) sond collegati tra lo- 
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ro mediante una plurality di pareti di interconnessione (8a, 
8b) che si estendono radialmente dalla parete laterale di 
contenimento (10) dei semigusci (2) . 

6 . Prodotto alimentare comprendente un semiguscio secondo 
xina qualsiasi delle rivendicazioni 1 a 3 ed includente una 
massa difarcitura contenuta in detto semiguscio (2) . 

?• Prodotto alimentare secondo la rivendicazipne 6, compren- 
dente. una coppi a di semigusci secondo una qualsiasi delle ri- 
vendicazioni 1 a 3/ accoppiati bocca a bocca ed includente 
lana massa di f arcitura; 

8. Procedimento per. la preparazione di un semiguscio (2) di 
wafer con una bocca (8) ed una parete laterale di contenimen- 
to (10) , caratterizzato dal fat to che compx^ende le operazio- 
ni: ^ 

preparare una cialda di wafer (4) comprendente una plura- 
lita di detti semigusci (2) collegati da almeno una parete di 
interconnessione (6) collegata ai semigusci in posizione. ri- 
bassata rispetto alia superficie anulare di bocca (8) dei se- 
migusci (2) ; e 

separare i singoli semigusci (2) dalla parete di inter- 
connessione (6) mediante tranciatura secondo una direzione 
ortogonale al piano generale di detta parete di interconnes- 
sione (6) • 

9, Procedimento secondo la rivendicazibne ,8, caratterizzato 
dal fatto che detta cialda di wafer (4) e il prodotto bttenu- 
to mediante cottura in stampo di una pastella di wafer. 
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RIASSDNTO 



Semigusci o di wafer, " prdcedimento per la sua preparazione e 
prodotto alimentare che lo cbmprende 

E' descritto un semiguscio di cialda di wafer present ante una 
bocca, delimitata da una superficie anulare (8),. ed una pare - 
te laterale' (10), ove la superficie di bocca (8) e le super- 
fici (18V 2b) di parete laterale (10) presentano una finitura 
superficiale sostanzialmente liscia, e la superficie esterna 
(20) della snddetta parete laterale (lO) presenta una regione 
adestensiorie perimetrale po^sa (22) ribassata rispetto alia 
superficie di bocca (8) ^del semiguscio, risultante dalla 
tranciatura di una parete radiale (6) collegata alia parete 
laterale (10) del semiguscio in posizione ribassata rispetto 
alia superficie anulare (8) definente la bocca del semigu- 
scio. II semiguscio S utile particolarmente per la produzione 
di un prodotto alimentare comprendente iina coppia di semigu- 
sci, accoppiati bocca a bocca ed includente una massa di far- 
citura liquida. 
(fig. 3) 
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